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１．概要（Summary） 
先端リソグラフィ用のレジストの課題とされている解像度

（ Resolution ） ・ パ タ ー ン 側 面 粗 さ （ Line width 
roughness/Line edge roughness）・感度（Sensitivity）
の各目標値（ITRS）を同時に達成することが求められて

いる。それを実現するため、材料・プロセスの改善が重要

であり、場合により全く新たな材料・プロセスが必要となる。

本研究はレジストプロセスの改良・改善、もしくは場合によ

り全く新たなプロセスの開拓を目的とし、電子ビーム描画

装置を用いて実施した。今回、新規レジスト材料に対し、

露光後のベーク工程(Post Exposure Bake, PEB)の適

用による効果を検討した。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
・125kV 電子ビーム描画装置 (125kV-EB Writer) 
・走査電子顕微鏡 (FE-SEM) 
・イオンスパッタ (Ion Sputtering System) 
 
【実験方法】 

物質・材料研究機構（NIMS）にて新規レジストをシリコ

ンウェハに塗布・ベーク（110℃,60s）し、20 nm の膜厚で

成膜を行った。その後、125kV 電子ビーム描画装置を用

いてパターニングを実施した。110℃/60s で PEB してか

ら、現像工程（水溶液 2.38 wt% TMAH,60s）を行った。

これに対し、比較条件として、PEB を行わない状態で現

像を行ったサンプルも準備した。 
各々の描画パターン（特に、14 nm の 1:5 ライン・ア

ンド・スペース（L/S））を以て評価した。パターンの確認は

NIMS にて、走査電子顕微鏡（FE-SEM）で確認した。 
 

 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1 に示しているのは、EB 描画による新規レジスト

（PEB 有 vs なし）の SEM 観察結果である。図に示し

ている通り、PEB を適用したことにより、パターンのラフ

ネスが少し劣化したが、感度が 2000 µC/cm2 （PEB な

し）から 1550 µC/cm2 （PEB 有）になり、高感度化ができ

た。 
本結果により PEB の適用で高感度化が可能である

ことがわかった。今後も本材料の研究を継続する予定。 
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Fig. 1 SEM images of new resist material 
patterned using EB lithography, With vs Without 
post exposure bake (PEB). 


